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パワーデバイス性能の指標として一般的に Baliga の性能指数(BFOM)が用いられている。この

BFOMは物質の物理的特性によって決まるが、絶縁破壊電界強度(Ec)等は多くの場合推定値を使用

している。しかし、混晶半導体の場合は物性値を推定すること自体が困難であり、参考となる

BFOM を算出することができていない。そこで本研究では超ワイドバンドギャップ酸化物混晶の

BFOMを推定する手法を検討し、BFOMの組成依存性を評価することを目的とした。 

BFOMの推定は岩塩構造のMgxZn1-xO及びコランダム構造の(AlxGa1-x)2O3を対象とした。バンド

ギャップ(Eg)の組成依存性は経験式によって評価し[1]、Ecは DFTと機械学習から提案された式の

周波数カットオフ ωmaxを原子の換算質量から見積もる ωLOに修正して計算した[2-3]。移動度は Eg

から計算可能な極性光学フォノン散乱が支配する μPOPに対し擬似的な合金散乱の効果を取り込み

[4]、比誘電率は単純な線形補間値を使用した。 

Fig. 1に計算したMgxZn1-xO及び (AlxGa1-x)2O3の Ecを示す。いずれも組成Mg(Al)の増加による

Eg上昇のため、Ecも増大している。なお、今回の推定値は Egのみから算出した数値よりも全体的

に低い傾向となった。Fig. 2に x = 0の時の値でそれぞれ規格化した BFOMを示す。本推定におい

ては、Ecが増加する組成領域でも BFOMが減少する可能性があることがわかった。したがって混

晶系の場合、単純に Ecの増大だけでは BFOMを上昇させることはできないことを見出した。 
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Fig.1 Breakdown electric field of MgxZn1-xO and 

(AlxGa1-x)2O3 alloys. 

Fig.2 Relative BFOM for MgxZn1-xO and 

(AlxGa1-x)2O3 alloys. 
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